Berechnungssoftware fur
iImpedanzkontrollierte Leiterplatten
mit I\/Iehrfach Dlelektrlka
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Boundary Element Method Field Solver zur Impedanz-Zielsuche
. . . . . verkirzt den Designzyklus
Modellierung von Leiterplatten mit Mehrfach-Dielektrika
. . . . . Empfindlichkeitsanalyse
unter Bertcksichtigung harzreicher Bereiche erhoht die Ausbeute

Fir Leiterplattendesign

S 8000m und Arbeitsvorbereitung

Zielsuch-Funktion berechnet
Leiterbahngeometrie

Setup per Mausklick
Rasch - prazise
Berechnet Odd-, Even-,

Differential und Common
Mode Impedanz

Toleranzabschétzung
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Der neue Si8000m

: Quicksolver berechnet

=1l 5o,y0hl Nominalwerte

als auch Worst Case Szenarios

g und ermdglicht eine Abschatzung
der Prozessausbeute vor dem
Fertigungsanlauf.
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Die Si8000m wurde
Optimierter Quicksolver speziell fir die Berechnung der Leiterbahngeometrien von
Leiterplatten mit Mehrfachdielektrika entwickelt und beruht
leistungsfahige Impedanzberechnung  auf einem neuen Boundary Element Field-Solving Modul.
Unter Beibehaltung des bewéhrten Benutzerinterface der Si6000
Neues Boundary Element (BEM)  unterstiitzt die vollig neue Polar SiB000m eine groRe Anzahl
Field Solver Modul von Lagenaufbauten mit Einfach- und Mehrfachdielektrika,
wobei neue Strukturen nach Bedarf hinzugeftigt werden kénnen.
Empfindlichkeitsanalyse erhoht die Ausbeute
Bei anspruchsvollen Anwendungen oder hohen Fertigungsvolumen
Ideal fiir Entwicklung und Arbeitsvorbereitung ~ muss eine optimale Fertigungsausbeute erzielt werden.
Zu diesem Zweck kann die Si8000 auch die harzreichen
Grafische Darstellung der Daten Bereiche zwischen differentiellen Leitungen beriicksichtigen.

Toleranzabschatzung Die Si8000m nutzt eine verbesserte Version des Quicksolver-
Interface bekannt von

der Polar Si6000.

Der Si8000m Quicksolver
bietet eine Zielsuchfunktion
und Impedanzberechnung

per Mausklick. Neu im
Si8000m Quicksolver ist die
Mdoglichkeit, die Minimum-
und Maximum-Prozess-
parameter einzugeben. Dami
kénnen “what if” und Worst
Case Szenarios auch ohne
Einsatz von Excel Tabellen
berechnet werden.

Excel bleibt jedoch eine
Schlisselfunktion der
Si8000m um kunden-
spezifische Tabellenkalkulationen unter Einbindung des
Boundary Element Field-Solving Moduls zu erstellen.

Berticksichtigt lokale Anderungen der Dielektrizitatskonstante



Sie konnen lhren Leiterplatten-Produktions-
prozess verbessern, indem Sie die
MeRergebnisse und Schliffbilddaten

in die Si8000m zuruckfihren und damit
feststellen, welcher Produktionsparameter
den groRten Einfluss auf den Impedanz-
wert hat. Mit etwas Erfahrung kénnen

Sie dann lhre Fertigungsprozesse an die
Materialschwankungen anpassen.

Ein Beispiel: Als Leiterplattenhersteller erhalten
Sie Kernmaterial, welches an der oberen
Dickentoleranz liegt. Sie kdnnen mit der
Si8000m feststellen, ob durch Anderung
der Leiterbahngeometrie (innerhalb
vorgegebener Grenzen) die Impedanzwerte
eingehalten werden kénnen.
Sind groRere Anpassungen nétig, Edge-caupled Sufacs Microstrip
so liefert die Si8000m die :::
erforderlichen Informationen um | (um
die Freigabe weiterer Anderungen F e

durch den Entwickler zu :::
erhalten. Obwohl dies nicht bl
immer moglich ist, so ist es fir 1w
den Entwickler dennoch eine LB S o Ll L

groRe Hilfe - speziell wenn
Prototypen unter hohem Zeitdruck gefertigt werden.

Durch die stéandig steigenden Signalfrequenzen moderner Schaltungen steigt
auch der Bedarf an hochqualitativen impedanzkontrollierten Leiterplatten.
Leiterplatten sind nicht mehr einfache elektrische Verbindungselemente, sondern
komplexe Bauteile, deren spezifische Eigenschaften besondere Anforderungen

in Hinblick auf Design und HF-Ubertragung erfiillen missen.

Um maximale Performance bei gleichzeitig optimierten Kosten zu erreichen,
verwenden Schaltungsentwickler einen gemischten Lagenaufbau bestehend aus
Speziallaminaten und kostenglinstigen Basismaterialien. Leiterplatten mit
Mehrfach-Dielektrika bieten hohe Leistung bei geringen Kosten, erfordern
jedoch eine aufwandige Simulation in der Arbeitsvorbereitung.

Leiterplatten mit Mehrfach-Dielektrika bieten hohe Leistung bei geringen Kosten, erfordern
jedoch eine aufwandige Simulation.



Das Si8000m Field Solving Impedanz-Designsystem beruht auf modernen
Field-Solving Methoden zur Modellierung aller gebrduchlichen Strukturen und

ist die ideale Ergédnzung zu manuellen und automatischen Polar CITS und RITS
Impedanztestsystemen. CITS Mel3systeme stehen weltweit bei filhrenden
Leiterplattenherstellern im Einsatz. Polar ist anerkannt als Anbieter von Lésungen
fur den Impedanztest und das Impedanzdesign. Eine umfangreiche Web Site

steht als hilfreiche Informations-Ressource fur Leiterplattenhersteller und
Entwickler von impedanzkontrollierten Leiterplatten zur Verfligung.
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Differentielle Impedanz-Strukturen

Differentiell Koplanare Strukturen
Unsymmetrische Strukturen

Microstrip und Stripline Konstruktionen
Field Solving mittels Boundary Element Methode - BEM

Berechnung von Odd-, Even- und Common Mode Impedanz



Mils, Zoll, Micron und Millimeter

Leiterplattendesigner und Hersteller haben oft mit einem Mix
an Einheiten zu tun. Der Si8000m Quicksolver erledigt die
Umrechnung fiir Sie. Klicken Sie einfach auf die gewiinschte
Einheit und der Quicksolver konvertiert die Einheiten
automatisch. Sie kénnen auch die Toleranz fir jeden
Parameter entweder als Zahlen- oder als Prozentwert
angeben. Der Quicksolver berechnet sofort die moglichen
Produktionsabweichungen und erlaubt IThnen eine
Abschatzung der Ausbeute vor der Materialbeschaffung
und dem Beginn der Fertigung.

Die Abbildung zeigt ein poliertes Schliffbild

einer typischen Glas/Harz-Kompositstruktur.

Das Beispiel zeigt FR4, gilt jedoch fiir jedes gewebte
glasverstéarkte Komposit. Glas besitzt eine Dielektrizitats-
konstante von 6, das Harz einen Wert von ca. 3.
Hochfrequenzmaterialien weisen noch niedrigere
Werte auf. Bei Feinleiterstrukturen und differentiellen

Strukturen miissen lokale Anderungen der

Dielektrizitatskonstanten beriicksichtigt werden,
um hdchste Berechnungsgenauigkeit zu
erzielen.

Wenn die differentielle oder koplanare Struktur

mit sehr geringer Separation versehen ist, so

bildet sich das elektrische Feld fast ausschliesslich
zwischen den Leiterbahnen aus. Dieser Zwischenraum
ist haufig nur mit Harz aufgefullt (Abbildung).
Zahlreiche Strukturen der Si8000m erlauben die
Eingabe von lokalen Er-Werten zwischen Leiterbahnen.
Nutzen Sie diese Méglicheit, um maximale
Rechengenauigkeit und Ausbeute zu erzielen.
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Eine Auswahl der verfligbaren Strukturen - eine vollstandige Liste

finden Sie unter www.polarinstruments.com/de

polarn

Coated microstrip
2 substrates below plus 2 coated
regions

Edge coupled coated microstrip
2 substrates below 1 above plus 3
coated regions

Edge coupled coated microstrip
1 substrate below plus 3 coated
regions

Embedded microstrip
2 substrates below 1 Above

Coated microstrip
2 substrates below plus 2 coated
regions

Edge coupled offset stripline
2 substrates below 1 above

Offset stripline
2 substrates below 1 above



